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YSH_ Silizium-Planar-Transistor BFY 39, 3gi

Ausfiihrung
npn-Silizium-Plamar-Transistor. Metallgeh&use, Kallektor ist mit dem Gehdusa verbunden. Als
BFY 39i mit isoliertem Kollektor lieferbar,

Verwendung
Transistor fir kommerzielle Anwendungen.
Z. B. fir Verstirker und allgemeine Zwecke.

Abmessungen
(MaBle in mm)

Gehduse TO-18
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Grenzdaten
Verlustleistung Ty =25°C Piat 300 m W
Tg = 25°C 1 W
~ Ty =25°C Prat® 250 mW
| Tg =25°C 600 m Y |
Kollektor-Basis-Spannung Ty =25*C UCBDI 45 W
Kellektor-Emitter-Spannung Ucea 25 W
Emitter-Basis-Spannung Uega 5 W
:Knrlekmrg[eichstrom ' | 100 ma |
| Emittergleichstrom —lg | 100 mA !
| Sperrschichttemperatur +T; 175 ‘C
Minimale Gehdusetemperatur —Te 55 C
Maximale Lagertemperaiur +Tg 175 [
| Minimale Lagertemperatur —Ta 55 C
* nur BFY 39i
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BFY 39, 39i
Statische Kenndaten bei Ty = 25 *C
BFY 39. ..
nolm|m
Kollektor-Basis- Ucg = 30 W lceo - 50 ni
Reststrom
Kollektor-Emitter- lg =10mA, Ilg = 1mA UcEsal i W
Restspannung
Basis-Emitter- lg =10mA, Ilg = 1 mA Ure 1 W
Spannung
Gleichstrom- Uge= 10V, lg = 10 mA B 3% 100|180
verstirkung ...200(... 400
Wirmewiderstand | ohne Kuhlfliche Rinu 0,5 mW
{Sperrschicht-Gehduse) Rinc 015  ["C/mW
ohne Kuahlfldche Ripu™ 0,6 “C/mW

B = {Sp_grrschithtﬁehﬁusa} Rihg* 0,25 “CimW

* nur BFY 391

Dynamische Kenndaten bei T, = 25 °C
Emitterschaltung

| Grenzirequenz Upg=10V, Igc=10mA fr 150 MHz

: Eingangs- Uce= 5V, lc= 1mA Re(hy1a) 3200 0
widerstand

| Spannungs- Relnqoa) 3.10-%

L rilckwirkung
Stromverstirkung Re(hg1a) 120

| Ausgangsleitwert Re{hgoe) 8 #5

| Basisschaltung
Ausgangs- Ugg=5WV Cob 5 pF
kapazitit
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jésu BFY 39
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:%éSEL .BFY 39

Piot = f (Ty.Tg)

N A g T = A e O
* Transistor mit Kihlfldche l I =

1 i o I - | | ! |
s | Plﬂt = f {TK} |
w - = . v —

]

| I

i I i | I | | | 1 |
Transistor ohne Kihiflache
— Prot = f (Ty)

IH T 1 1 | | 1

i

Q 20 40 60 &0 Wwo 120 140 1ed 180 °C

Umgebungstemperalur Ty
Kuhlflachentemperatur Ty
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